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  الخلاصة

ة التحلل الكیمیائي الحراري، اذ تم تسجیل المشوبة بالمغنیسیوم باستعمال تقنی CdOوأغشیة  CdO تم تحضیر أغشیة

طیفي النفاذیة والامتصاصیة لھذه الاغشیة ثم عُرضت ھذه الاغشیة لجرعة من اشعة كاما. تم دراسة النفاذیة والامتصاصیة 

ل ومعامل الامتصاص كدالة لطاقة الفوتون قبل وبعد التشѧعیع. وجѧد بѧان فجѧوة الطاقѧة المحضѧورة تقѧل بعѧد التشѧعیع للانتقѧا

  الالكتروني المباشر المسموح .
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Abstract 

Thin films of  CdO and CdO doped with Mg have been prepared using spray pyrolysis 

technique. Transmission and absorption spectra have been recorded to these films. The as 

deposited thin films were exposed to �- rays. We have studied the transmission, absorptions 

and absorption coefficient as a function of photon energy before and after irradiation. It was 
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found that the forbidden energy gap decreases after irradiation for the direct allowed 

transitions.  

 

Keywords: CdO thin films,��- rays,Mg,doping., 

 

  المقدمة

اصبحت اكاسید التوصیل الشفافة ذات ااستخدامات واسعة ومنھا  اوكسید الكادمیوم فھو اول اوكسید توصیل شفاف     

دمیوم ، ومنذ ذلك الحین بدأت البحوث على ھذه الاكاسید وركزت تلك البحوث على مادة اوكسید الكا[1] 1907اكتشف عام 

) قد PLDومركباتھ  لان اغشیة اوكسید الكادمیوم المرسبة  على اوكسید المنغیسیوم بتقنیة الترسیب باللیزر النبضي (

، بحیث اصبحت ھذه المادة افضل   v.s2607cm/وتحركیة عالیة بحدود   42000S/cmاعطت توصیلیة عالیة بحدود 

مثل ھذه المركبات خصائص بصریة ممتازة (فجوة طاقة  وكذلك تمتلك [2]موصل كغشاء رقیق ولحد یومنا ھذا 

) والتي تصلح للتطبیقات الفوتوفولتائیة. على الرغم من ان فجوة الطاقة البصریة لمادة اوكسید الكادمیوم ھي  3.7eVكبیرة

یعطي  علما ان نفاذیتھ البصریة ضعیفة في منطقة الاطوال الموجیة القصیرة غیر ان التشویب والتشعیع 2.3eVفقط 

. فقد قمنا في ھذ البحث [3,4]الامكانیة للسیطرة على خصائص ھذه المادة وجعلھا اكثر ملائمة عند استخدامھا في التطبیقات 

  بالتشویب بالمغنیسیوم وتعریض الاغشیة الى اشعة كاما.

  كیمیائي الحراري.تعددت التقنیات المستخدمة لتحضیر ھذه الاغشیة. وقد تم في ھذا البحث استخدام التحلل ال    

  

  ھدف البحث

الشѧوبة بالمغنیسѧیوم بطریقѧة التحلѧل الكیمیѧائي الحѧراري  CdOوأغشѧیة  CdOیھدف ھذا البحѧث الѧى تحضѧیر أغشѧیة      

  ومعرفة تأثیر التشعیع باشعة كاما على بعض الخصائص البصریة وعلى طبیعة الانتقالات الالكترونیة. 

  

  الجزء العملي

, إذ حضرت الاغشیة على [5,6]ید من الباحثین حول آلیة عمل منظومة الترسیب الكیمیائي الحراري سبق ان تطرق العد    

 (Fluka)] (خلات الكادمیوم المائیة) المجھز من شركة (O2Cd.2H 2CH3COOزجاج الكوارتز, تم تحضیر محلول [(

امѧا بالنسѧبة لأغشѧیة أوكسѧید الكѧادمیوم مѧل مѧن المѧاء المقطѧر المعѧاد تقطیѧره.  100مѧول فѧي  0.1بتركیز  %99.9وبنقاوة 

) فقѧد تѧم تحضѧیر المحلѧول المحتѧوي علѧى الشѧائبة باسѧتخدام مѧادة خѧلات %9المشوبة بأوكسید المغنیسیوم وبنسبة حجمیة( 
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وقد استخدمنا اعلى  نسبة من المغنیسیوم كشѧائبة لدراسѧة التѧاثیرات فѧي النسѧب   ]O2Mg.4H2COO)3CHالمغنیسیوم [(

 .              (0.5nm)ان سمك الغشاء العالیة علما 

وضع المحلول على سخان حراري یحتوي على خلاط مغناطیسي, إذ تم اذابة المادة اذابة كاملة في المحلول وصولا الى  

سائل رائق خالي من العوالق وفي درجة حرارة الغرفة, بعد ذلك رش المحلول على قواعد زجاجیة ساخنة للحصول على 

  ).%9الكادمیوم  وأغشیة اوكسید الكادمیوم المشوبة بالمغنیسیوم وبنسبة حجمیة ( أغشیة اوكسید

  لقد وجد ان افضل الظروف للحصول على اغشیة رقیقة متجانسة خالیة من الثقوب الابریة, متماسكة مع القاعدة ھي :     

 .  673kدرجة حرارة القاعدة  .1

 . min 310cm/معدل الرش  .2

 .2cm Dyne/61.1×10ضغط الھواء  .3

 ). 1cm29المسافة العمودیة بین جھاز الرش والقاعدة(  .4

 . 15sزمن الرشة  .5

 .  3minفترة التوقف بعد كل رشة  .6

 

  قیس سمك الغشاء بطریقة الوزن (الطریقة الاسھل) باستخدام العلاقة التالیة:     

  

d  ,یمثل السمكw  الفرق في الوزن، ، الكثافةA ھي مساحة القاعدة  

  ) ویمكن التقلیل من تاثیر ذلك بدقة القیاس . %30(علما ان نسبة الخطأ في ھذه الطریقة تصل احیانا 

) وذلك لغرض وزن القاعدة الزجاجیة قبل وبعد  g4-10وباستخدام میزان الكتروني حساس من نوع میتلر تبلغ حساسیتھ(  

  ).0.05�n±0.5الترسیب. لقد وجد بان سمك الغشاء ھو بحدود(  عملیة

) صنع في )UV/VIS-1650 u probe Shimadzu(سجل طیفي النفاذیة والامتصاصیة باستخدام مطیاف من النوع (    

  ) وقد سجلت جمیع القراءات في درجة حرارة الغرفة. 900nm-300الیابان ولمدى الاطوال الموجیة   ( 

المجھزة من مصدر سیزیوم (  ( KeV 662)ذات طاقة مقدارھا لأغشیة الرقیقة المحضرة باستخدام اشعة كاماشُععت ا    
137 Cs ) 0.49)  وبفاعلیة مقدارھا µCi(   ةѧیم كافѧولفترة شھر واحد، واستخدام برنامج حاسوبي مناسب لغرض حساب ق

  الخصائص البصریة وحساب قیمة فجوة الطاقة قید البحث. 

  
  ج والمناقشةالنتائ

غیѧر المشѧوبة   (CdO)علѧى أغشѧیة  المѧوجي للأشѧعة السѧاقطة ) العلاقة بین النفاذیة والطѧول2) وشكل (1یمثل شكل (    

تѧزداد بشѧكل  (T)وعلى التوالي، قبل وبعѧد التشѧعیع ، مѧن الشѧكلین یتبѧین لنѧا ان النفاذیѧة  (%9)والمشوبة بالمنغنیز وبنسبة 

تقریبѧاً، وتكѧون النفاذیѧة مѧن  540nmالѧى 430nm قریبѧاً ویكѧون سѧلوكھا اسѧیأ مѧن ت 430nmالѧى 370nm تѧدریجي مѧن 

A
wd




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550nm  ولغایةnm 900  عیعѧد التشѧة بعѧى النفاذیѧلوك منحنѧر سѧذات زیادة قلیلة جدا مع ازدیاد الطول الموجي،  ولم یتغی

شѧوبة بعѧد التشѧعیع وازدادت للاغشѧیة سوى ان قیمتھ النفاذیة قلت ولكافھ قیم الاطوال الموجیة المستخدمة للاغشیة غیѧر الم

  المشوبة. 

) غیر المشوبة    والمشوبة بالمنغنیز CdO)العلاقة بین معامل الامتصاص وطاقة لأغشیة (4) والشكل (3یبین الشكل (    

) وعلى التوالي، قبل وبعد التشعیع،  نلاحظ ان معامل الامتصاص للاغشѧیة غیѧر المشѧوبة یسѧلك نفѧس سѧلوك %9وبنسبة (

نحنى معامل الامتصاص قبل وبعد التشعیع غیر ان قیم معامل الامتصاص تكون اكبر من مثیلاتھا بعد التشѧعیع ولكѧل قѧیم م

الاطوال الموجیة. تعزى ھذه الزیادة في الامتصاصیة الى التحسن في درجة التبلور نتیجة التشعیع وبجرع واطئة مما یسبب 

.امѧѧا الاغشѧѧیة المشѧѧوبة فѧѧنلاحظ ان قѧѧیم معامѧѧل  [7]نتیجѧѧة التشѧѧعیع  ct][Healing Effeحѧѧدوث مѧѧا یسѧѧمى بظѧѧاھرة الشѧѧفاء 

الامتصاص ولكافة الاطوال الموجیة تقل بعد التشѧعیع ، ویسѧلك منحنѧى معامѧل الامتصѧاص بعѧد التشѧعیع نفѧس سѧلوكھ قبѧل 

تكسѧیر الاواصѧر الاوكسѧجینیة التѧي نشѧأت بسѧبب التشѧویب وان زیѧادة  التشعیع وقد یعود سبب ذلѧك ان التشѧعیع عمѧل علѧى

معامل الامتصاص تدل على ان التشعیع ادى الѧى خلѧق مسѧتویات ثانویѧة داخѧل فجѧوة الطاقѧة المحضѧورة قریبѧاً مѧن حزمѧة 

مما یѧدل  mc410-1التوصیل متسببا̋ بتقلیل فجوة الطاقة المحضورة. ونلاحظ كذلك ان قیم معامل الامتصاص ھي اكبر  من

تكѧѧون الانتقѧѧالات  cm3 10>(α-1(، أذ عنѧѧدما تكѧѧون قیمѧѧة   [8,9,10]علѧѧى امكانیѧѧة حѧѧدوث انتقѧѧالات الكترونیѧѧة مباشѧѧرة فقѧѧط 

  .[11]الالكترونیھ المباشرة متغلبة 

  الاتیة: [12]وقد تم حساب معامل الامتصاص من طیف الامتصاصیة باستخدام العلاقة 

.……….(1) d  /A =2.303α 

    الامتصاصیة للغشاء.  Aسمك الغشاء،  dمعامل الامتصاص،  α مثلإذ ت

 

 = r)للانتقال المباشر المسموح من خلال أستخدام العلاقة التجریبیة  ولقیمة  (Eg)تم كذلك حساب طاقة الفجوة الممنوعة 

1/2) .[12]   

                                  Eg )                                                 – hv(  2= A 2)hv(α  

غیر المشѧوبة قبѧل وبعѧد التشѧعیع علѧى   CdO) وطاقة الفوتون لأغشیة   hvα(2) یمثلان العلاقة بین6والشكل( (5)الشكل 

ى وقد ادى التشعیع الى تقلیل ھذه الفجوة ال 2.32eVالتوالي. نلاحظ ان قیمة طاقة الفجوة تقل بعد التشعیع اذ ان قیمتھا كانت 

2.3eV  دѧات عنѧویمكن معرفة ذلك بمد الجزء المستقیم من المنحني لكلا الشكلین كلا على حده لیقطع محور طاقة الفوتون.

  لنحصل على طاقة الفجوة الممنوعة للانتقال المباشر المسموح.  hv(α(02=النقطة 

قبѧل وبعѧد   (Mg%9)بنسѧبة  المشѧوبة  CdO) وطاقة الفوتون لأغشیة   hvα(2) یمثلان العلاقة بین8والشكل( (7)الشكل 

ویمكѧن تفسѧیر ھѧذه . )2.48eVالتشعیع على التوالي. نلاحظ ان قیمѧة طاقѧة الفجѧوة تقѧل بعѧد التشѧعیع اذ ان قیمتھѧا كانѧت  ( 

الزیادة في فجوة الطاقة الممنوعة للانتقال المباشر المسموح للأغشیة المشوبة بالمغنیسѧیوم قبѧل التشѧعیع كنتیجѧة لمѧا یسѧمى 

إذ یѧزاح مسѧتوى فرمѧي نحѧو مسѧتوى التوصѧیل كلمѧا زادت فجѧوة   )Moss shift-Burestenزاحة( بورشتین ـ مѧوس)( بإ
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الطاقة وأنّ أشباه الموصلات التي تقل فیھا فجوة الطاقة عنѧد تشѧویبھا یطلѧق علیھѧا اشѧباه الموصѧلات المنحلѧة وبѧذلك یمكѧن 

وقѧد ادى التشѧعیع الѧى تقلیѧل طاقѧة  [13]ئѧد طاقѧة تعتمѧد علѧى الانحѧلال نّ́ فجوة الطاقة الممنوعة ھي فجوة أساسѧیة زاإالقول 

ونعلل ذلك بأن التشعیع أثر على الاغشیة المشوبة وقد یكون تسبب بتكسیر الاواصر الاوكسجینة التي  2.32eVالفجوة الى 

اذ اصبح وكأنھ   CdOغشیة تكونت نتیجة التشویب وبذلك تصبح طاقة الفجوة تماثل طاقة الفجوة قبل التشعیع والتشویب لا

  حجب لتاثیر التشویب بسبب التشعیع.

   

  الاستنتاجات

والذي یعطي موشر الى توقѧع حصѧول  التشعیع قبل وبعد cm3 10>(α-1( اظھرت النتائج ان معامل الامتصاص -1

  انتقال الكتروني مباشرة .

  شر المسموح.ان التشعیع ادى الى تقلیل قیم طاقة الفجوة الممنوعة في الانتقال المبا -2

عند قیم معامل الامتصاص التي تزداد ببطء یمكن ان نستخدم ھذا السلوك عند التطبیقات الخاصة بالطلاء المضاد   -3

للانعكاس كالكواشف الضوئیة والخلایا الشمسیة. اما عند قیم معامل الامتصاص والتي تزداد بشكل سریع فان ھذا 

  ت اشباه الموصلات ودایودات الانبعاث الضوئي. السلوك یدعم الاستخدام في تطبیقات لیزرا
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  غیر المشوب   ) النفاذیة كدالة للطول الموجي لغشاء اوكسید الكادمیوم1الشكل (

  قبل وبعد التشعیع
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  قبل وبعد التشعیع (Mg %9)بنسبة   لغشاء اوكسید الكادمیوم المشوب) النفاذیة كدالة للطول الموجي 2الشكل (
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قبل وبعد  (Mg %9)) معامل الامتصاص كدالة للطول الموجي لغشاء اوكسید الكادمیوم المشوب  بنسبة 4الشكل (
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  كدالة لطاقة الفوتون لغشاء اوكسید الكادمیوم غیر المشوب قبل التشعیع v(�h(2) 5الشكل (
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  لة لطاقة الفوتون لغشاء اوكسید الكادمیوم غیر المشوب بعد التشعیعكدا v(�h(2) 6الشكل (

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كدالة لطاقة الفوتون لغشاء اوكسید الكادمیوم المشوب  v(�h(2) 7الشكل (

 قبل التشعیع (Mg %9)بنسبة 
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  كدالة لطاقة الفوتون لغشاء اوكسید الكادمیوم المشوب v(�h(2) 8الشكل (

  بعد التشعیع (Mg %9)سبة بن 

 


